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- _ Optoelektronicke systémy
Fotoclanky (Solar Cells)

Fotovoltaika — PV (Photovoltaics) — subor
technoldgii, ktoré na baze polovodicovych
materialov premienaju slne¢né ziarenie na
elektrickld energiu

FotocClanky
n Tvar tenkej dosky
n Rozmery 20 x 20 cm
n Hrubka okolo 400 mm
n Antireflexna vrstva
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KonStrukcia foto¢lanku

Protiodrazova vrstva - SisNs
- Predne kontakty

340um

+ Zadny kontakt
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Parametre
Napéatie na prazdno - V¢
Prad na kratko — lg
Bod maximalnéeho vykonu —
MPP (Maximum Power Point)
Faktor zaplnenia — FF (Fill Factor)

P
nFF: ,m

OoC ISC
Uéinnost’ - EFF (Efectivity)
EFF =FF " V.. |

Cena na 1W elektrického vykonu
n Cena foto¢lanku — priblizne 68% celkovej ceny fotomodulu
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Standardné podmienky pre meranie parametrov

““ Intenzita ziarenia 1000 Wm~-2

~AM 1,5
n AM (Air Mass) je koeficient

1
sin(gs)
O je uhol dopadu slne€¢ného Iuca na fotocClanok
n AM pre naSe uzemie: od 1,15 (zac€iatok leta)
do 4,12 (zacCiatok zimy)

n AM =

““Teplota 25 °C

n DoOlezity parameter — stabilita elektrickych
parametrov
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AV charakteristika foto¢élanku

' /

MPP

Vm VOC
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Materialy na vyrobu foto€lankov
Objemové krystalicke materialy

n KrysStalicky kremik
Vyroba az 90% foto€lankov
Nevyhoda — vysoka cena

n Monokrystalicky kremik
Tenkeé platky s hrabkou 200 az 360 nm
Nevyhoda — narocnost, velké straty cenného materialu
Uginnost v laboratornych az 24%

Fotoélanok s rozmerom 102,5 x 102,5 mm, pri intenzite slne¢neho
Ziarenia 1000 Wm-2 — parametre:

§ Vo= 610mV, Ig.= 3,45A, FF= 76% a EFF= 15%
n Polykrystalicky kremik
Uginnost v laboratoriu 18%, v sériovej vyrobe 14%
n Hranou definovany film EFG (Edge-defined Film Growth)
Technolégia HEXAGON
n Monokrystalicky GaAs

Uginnost v laboratoriu 25%, pre koncentrované sineéné Ziarenie az
28%, technologiou niekolkych priechodov mozno dosiahnut az 30%
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Materialy na vyrobu fotoc¢lankov

"~ Tenkovrstvové materaly

n Amorfny kremik
- Uginnost' 5 az 10%

n Kadmium telurid (CdTe)
- Uginnost' 9 az 16%

n Kadmium sulfid (CdS)
- Uginnost 10%
-~ Kombinacias CdTe

n CIS (Copper Indium Diselenide — CulnSe,)
- Uginnost az 18%
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VA charakteristika monkryStalickeho Si fotoélanku
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Fotovoltaické moduly

v Zapojenie foto¢lankov

"~ Sériové

-~ Paralelné
n Fotovoltaicke (PV) moduly, panely
n Koncentratorovée PV moduly

- SoSovky

-~ Zrkadlove plochy
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Sériove zapojenie fotoélankov
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KonsStrukcia PV modulu

Ram
Z hlinikového
profilu

Prepojovacia
krabica

EVA - Etylen - Vinil - Acetat
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Zakladne typy PV modulov: (a) s obojstrannym zasklenim,
(b) v izolaénom dvojskle, (c) so zadnou stranou zaliatou laminatom,
(d) so zadnou stranou tvorenou laminatovou féliou, (e) so zadnou
stranou tvorenou nepriehfadnym materialom (plech, ethernit)

a) _ |
T e e e,

—

b)
c) | |
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Rozdelenie

Autonomne systemy (Grid off)
Hybridné autondmne systémy (Hybrid Grid off)
Systemy pripojené na verejnu siet’ (Grid on)

Priemerné hodnoty elektrickej energie PV systému 110 W,
Vv urcéitom mesiaci
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Mesiac 1

2 3 4

5

6

-

8

9 10 | 11

12

Energia 80
(Wh/den)

138 | 213 | 302

383

390

408

360

265 | 179 | 83

60

Zavislost’ Ggo (kWh.m?) a Ep,, (kWh)od montaZze PV modulov

Montaz PV modulu

Horizontalna Vertikalna Optimalny sklon Sledovanie
GSO EPV GSO EPV GSO EPV GSO EPV
1120 | 840 880 660 1280 960 1615 1210
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Jednoduchy autondmny PV systém
PV panel

Elektricka _

energia

Autonomny PV systém s akumulatorom a regulatorom
PV panel

Elektricka
energia
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Autonomny PV systém s regulatorom -Standardny vystup

PV panel
/12VDC{24;48VDG)
energia 12Voc(24;48Voc)
/ /230\!,«{;!—-5{] Hz
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Hybridny PV systém s regulatorom -Standardny vystup

PV panel
12ch:(24 48Voc)
serge 12Vo0(24:48Voo)
/ /ZBDVmI-SDHz

motor

Veterny
generator
Kogeneracny
systém
Maly vodny
generator
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PV systém s pripojenim na verejnu siet’

PV panel

Prepinacia
automatika
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